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Межфазные превращения в системе H2O (рН) – арсенид  
галлия (индия). Формирование поверхностного  

фазового слоя на полупроводнике.  
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Аннотация 
Исходя из известных потенциалопределяющих реакций, протекающих в системе элементарное 

вещество – вода (рН), предложены типичные межфазные превращения для систем H2O (рН) – арсенид 
галлия и арсенид индия; на основе представлений об установлении кажущегося равновесия 
рассчитаны и построены диаграммы потенциал – рН для указанных систем. Проанализирован 
возможный механизм формирования, состав и строение поверхностного фазового слоя 
полупроводниковых соединений в зависимости от величины электродного потенциала и pH водной 
системы.  
 


